
第 27卷　第 8期
2006年 8月

半　导　体　学　报
C HIN ES E J OU RNAL O F S EMICOND U C TO RS

Vol. 27　No. 8
Aug. ,2006

3国家自然科学基金资助项目 (批准号 :60577007 ,60407001)

­通信作者. Email : hlr5649 @163 . com

　2006201204收到 ,2006202222定稿 ○c2006 中国电子学会

基于半导体光放大器的非相干光源
抗反膜的优化设计 3

黄黎蓉­　黄德修　张新亮
(华中科技大学武汉光电国家实验室 , 武汉　430074)

摘要 : 对半导体光放大器 (SOA)放大的自发发射 (AS E)谱进行了实验和理论研究 ,并且分析了 SOA 端面反射率对
AS E谱的谱宽以及平坦度的影响.结果表明 ,不恰当的抗反膜会严重减小输出光谱的带宽 ;而在采用具有宽带材料
增益谱的有源区基础上 ,结合抗反膜的优化设计 ,则可以获得既宽又平坦的非相干光源.
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1　引言

具有宽带谱特性的非相干光源 ,与光谱分割技
术相结合 ,有望在光接入网和城域网中取代多个不
同波长的半导体激光器 ,从而大大降低系统的复杂
度和成本.对于这种非相干光源来说 ,不仅希望输出
光谱具有较大的带宽 ,还希望其具有较高的平坦度.

半导体光放大器 (SOA)在光通信中具有广泛的
应用 ,除了具有光放大、光开关、波长转换等功能[ 1 ]

之外 ,它还可以作为非相干光源.当 SO A 在正偏电
流且无外部光输入的情况下 ,其输出光谱是放大的
自发发射谱 (即 AS E谱) ,此时 SO A 就成为一个半
导体非相干光源.鉴于 SO A 腔面抗反膜对 AS E 谱
性能具有较大的影响 ,本文在对 SO A 的输出 AS E

谱进行实验和理论研究之后 ,进一步分析了 SO A 端
面反射率对 AS E谱的谱宽以及平坦度的影响 ;在此
基础上 ,对抗反膜进行了优化设计 ,以帮助 SO A 光
源实现输出光谱的宽带和平坦化.

2　SOA输出 ASE谱的理论和实验

　　设 SOA两个腔面的反射率分别为 R1 (λ)和 R2

(λ) ,λ代表光波长.正向波和反向波的光子数密度
分别是 S + (λ, z)和 S - (λ, z) .考虑到载流子沿腔长
方向的不均匀分布 ,采用分段模型 ,将腔长为 L 的
SO A 沿腔长方向 (沿着 z 轴)分为多个小节 ,设第 i

节的载流子浓度为 N i ,则在第 i 段的载流子速率方
程和光传输方程分别如下[ 2 ] :
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其中　J , e , d和 Vg 分别为电流密度 ,电子电量 ,有
源区厚度和群速度 ; A , B 和 C 为复合常数 ; g ,Γ,α

和β分别是材料增益 ,光限制因子 ,内部损耗和自发
发射因子 ; Rsp , i是放大的自发发射[ 2 ] :

Rsp , i =
c
n∫
∞

0
g (λ, z) [ S+ (λ, z) + S - (λ, z) ] dλ

(4)

　　材料增益 g与波长λ和载流子浓度 N 之间的
关系如下[ 3 ,4 ] :

g (λ) = a1 lg
AN + BN2 + CN3

AN0 + BN2
0 + CN3

0
- a2 (λ- λp ) 2

(5)

λp =λ0 - a3 ( N - N0 ) (6)

其中　a1 , a2 和 a3 是增益系数 ;λ0 是在透明载流
子浓度 N0 时的峰值增益波长.

正向波和反向波之间满足边界条件 :

S+ (λ,0) = R1 (λ) S - (λ,0)

S - (λ, L ) = R2 (λ) S+ (λ, L )
(7)
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　　计算中的一些典型参数取值如下 :有源区长度
500μm ,宽度 2μm ,厚度 012μm. N 0 = 111 ×1024

m - 3 ;λ0 = 11605μm ; A = 1 ×10 - 8 / s ; B = 215 ×10 - 17

m3 / s ; C = 914×10 - 41 m6 / s ;α= 100cm - 1 ;V g = 715×
107 m/ s ;β= 1×10 - 4 ;Γ= 0125 .

实验中采用的 SOA ,其有源区采用混合应变多
量子阱 ,以达到增益对偏振的低灵敏要求.当电流为
230mA时 ,其小信号增益峰值波长位于 1555nm.实
验中 ,在 SOA 加以正向偏置电流且无外部光信号
输入的条件下 ,将其输出光接至 Agilent 86140B 型
光谱仪就可以测量 SOA 的输出 ASE 谱. 如果在
SOA与光谱仪之间再加上一个起偏器 ,调节起偏器
的透偏方向 ,则可以得到 TE偏振分量和 TM 偏振
分量的 ASE谱.图 1 是电流为 250mA 时 , SOA 偏
振相关的 ASE谱 ,上面的曲线代表 TE偏振分量的
ASE谱 ;下面的曲线代表 TM偏振分量的 ASE谱.

可以看出 , TE 偏振光成分与 TM 偏振光成分的
ASE谱光功率相差较小 ,在整个光谱范围都小于
114dB ,所以 ,可以认为 SOA 的 ASE谱达到了较好
的偏振无关.

图 1　电流为 250mA时 ,SOA中 TE偏振分量的 ASE输出光

谱 (上面的曲线)和 TM偏振分量的 ASE输出光谱 (下面的曲

线)

Fig. 1　TE polarization and TM polarization of output

ASE spect rum when the SOA was biased at 250mA

图 2和图 3分别是 SOA在不同偏置电流下 ,其
输出 ASE谱的实验测试结果和理论模拟结果 ,由下
向上的曲线依次表示偏置电流分别为 150 , 170 ,

190 ,210 ,230 和 250mA 时的情况.图 4 则是 ASE

谱的峰值光功率波长及其对应的峰值光功率随电流
的变化关系.可以看到 ,当电流增大时 ,峰值功率增
大 ,ASE谱的宽度也增加 ,而且峰值波长变小 ,这是
注入载流子浓度增加和能带填充效应导致的结果.

由图 2～4可以看出 ,理论模拟与实验测试结果符合
得很好.这说明 ,采用上述理论模型 ,可以很好地对
SOA的 ASE谱进行模拟分析.

图 2　实验测量的 SOA输出光谱　由下向上分别对应电流从

150mA增加到 250mA的情况

Fig. 2　Measured output spect ra when the SOA was bi2
ased f rom 150 to 250mA (f rom bottom to top)

图 3　模拟计算出的 SOA在不同电流下的输出光谱

Fig. 3 　Simulated output spect ra when the SOA was

biased f rom 150 to 250mA (f rom bottom to top)

图 4　SOA峰值光功率波长 (a)与峰值功率 ( b)的理论和实验

结果

Fig. 4 　Measured and simulated peak2power wave2
length (a) and the peak power ( b) at different biased

current s

3　SOA端面反射率对输出光谱的带
宽和平坦度的影响

　　SOA 的端面反射率可以影响其多种性能 ,比如
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饱和输出光功率、噪声指数、增益大小甚至增益的偏
振相关性[5 ] .下面我们采用前面所述的理论模型 ,考
察 SOA的腔面反射率对其 ASE输出光谱的谱宽和
平坦度影响.在模拟计算中 ,除了抗反膜的参数之
外 ,SOA的结构参数和其他内部参数都与图 3和 4

中模拟计算时的数值取得一样. 当载流子浓度为
315×1024 m - 3时 , SOA 的材料增益谱如图 5 (a)所
示 ,其峰值增益波长为 1561nm ;对这个 SOA 进行
两种不同的抗反膜设计 ,分别对应抗反膜 1 和抗反
膜 2的情况.两种抗反膜的最小反射率相同 ,均为 1

×10 - 4 ,但是它们的谷值波长 (即最小反射率对应的
波长)不一样 ,抗反膜 1 的谷值波长在 1559nm 处 ,

接近材料增益谱的峰值波长 ;抗反膜 2 的谷值波长
在 1547nm处 ,与材料增益谱的峰值波长偏离较远.

图 5 (b)为这两种不同端面抗反膜的反射谱.

图 5　SOA的材料增益谱 (a)以及两种不同的端面抗反膜的反

射谱 (b)

Fig. 5　Material gain spect rum of the SOA (a) and the

reflectivity spectrum of two different antireflection

coatings (b)

图 6是分别在抗反膜 1 和抗反膜 2的情况下 ,

SOA在不同电流时的输出光谱情况.由下到上的曲
线依次代表了电流从 150到 200mA的情况 (每次增
加 5mA) .在图 6 中 ,图 (a)对应抗反膜 1 的输出光
谱情况 ,图 (b)则表示抗反膜 2的情况.可以看出 ,抗
反膜 1的输出光谱比抗反膜 2的输出光谱要宽广平
坦得多.
为了更好地描述 ASE输出光谱的平坦度 ,我们
不采用通常所用的 3dB带宽 (即光功率下降到 50 %
最大功率时对应的两波长间隔) ,而是引入 90 %带
宽 (即 ,光功率下降到 90 %最大功率时对应的两波
长间隔) ,它比 3dB 带宽能够更好地将光谱的宽带
和平坦性质同时反映出来.在两种不同的端面抗反
膜 1和 2 的情况下 ,SOA 输出 ASE谱的 90 %带宽
随电流的变化关系如图 7所示.

图 6　两种抗反膜情况下 ,SOA在不同电流时的输出光谱情况

电流从 150mA增加到 200mA (间隔 5mA) .

Fig. 6　Output ASE spect ra when the SOA was biased

f rom 150mA to 200mA with interval of 5mA

图 7　两种抗反膜情况下 ,ASE谱在不同电流下的 90 %带宽

Fig. 7 　90 % bandwidth of ASE spect rum varing with

the biased current of SOA for the two antireflection

coatings

可以看到 ,抗反膜 1的 90 %带宽比抗反膜 2的
90 %带宽要大得多.当电流大于 200mA 时 ,抗反膜
1的 90 %带宽急剧下降 ,这是由于材料增益峰值波
长发生了较大的蓝移 ,导致抗反膜 1 的谷值波长与
材料增益峰值波长的差别也变得较大.但是 ,即便如
此 ,对于抗反膜 1 的情况 , SOA 在 170～200mA 的
较宽电流范围内 ,其输出 ASE谱的 90 %带宽都在
30nm以上 ,表明输出光谱的宽带和平坦性质一直
较好.由此可见 ,反射谱分布对 ASE谱的宽带特性
影响非常大 ,如果抗反膜设计不合理的话 ,带宽将急
剧减小 ;反之 ,优化设计的抗反膜 ,则有助于实现输
出光源的宽带和平坦化.

4　抗反膜优化设计实现 SOA输出光
谱的宽带和平坦化

　　优化设计的原理如下 : SOA 的腔面反射率使得
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光子在腔内来回反射 ,得到多次反馈和放大.某一波
长输出光的功率是由两方面的因素决定的 ,其一是
器件对光波提供的材料增益 ;其二是光波在两腔面
获得的光反馈 ,与反射率有关.所以 ,对那些材料增
益较大的波长 ,将其反射率设计得较小 ,以减弱其光
反馈 ;而对那些材料增益较小的光波 ,将它们的反射
率设计得较大一些 ,以加强其光反馈 ;这样 ,就可以
借助反射率对输出光功率的调节作用 ,帮助 SOA

非相干光源获得既宽又平坦的输出光谱.

为了实现 SOA 非相干光源的宽带和平坦化 ,

首先 SOA必须能够提供很宽的材料增益谱.对于
一般的 SOA ,其增益谱宽不是很宽 ,3dB 带宽一般
在 30～60nm之间.采用不对称多量子阱有源区可
以使器件具有很宽的材料增益谱[6 ] ,从而为实现
SOA宽带光源提供基础.目前 ,采用不对称多量子
阱作为有源区的超辐射二极管和半导体光放大器 ,

其增益谱宽度已经达到了 285nm (覆盖了 1300～
1585nm的波段范围) [7 ] .因此 ,在采用不对称多量
子阱有源区的基础上 ,结合抗反膜的优化设计 ,借助
反射谱对光功率的调节作用 ,就可以使 SOA 获得
既宽又平坦的 ASE输出光谱.我们考虑一个具有很
宽材料增益谱的 SOA ,当载流子浓度为 3×1024 m - 3

时 ,其材料增益谱如图 8 (a)所示 , 90 %带宽高达
73nm ,峰值增益波长位于 1552nm.对其腔面抗反膜
进行优化设计 ,优化设计的反射率分布如图 8 (b)所
示 ,反射谱带宽为 85nm ,谷值波长对应 1553nm.

当 SOA电流为 190mA时 ,输出的 ASE光谱分
布如图 8 (c)所示 ,其带宽和平坦度都很好 ,90 %带
宽超过了 53nm.如果将其他参数保持不变 ,而只是
将抗反膜的谷值波长改为 1563nm ,则 SOA 输出光
谱的带宽和平坦度都将减小 , 90 %带宽将不足
16nm.这表明即使 SOA 本身具备了很宽的材料增
益谱 ,但是不合适的端面反射谱分布也会使发射光
谱变窄.

当电流太大时 ,一般的 SOA 会很快在增益峰
值波长附近发生激射 ,从而限制了其 ASE谱输出光
功率的提高.但是 ,如果采用本文所述的优化设计抗
反膜方法 ,由于抗反膜的谷值波长与材料增益峰值
波长接近 ,它可以有效地抑制 SOA 过早出现激射 ,

因此驱动电流有望进一步加大 ,使自发辐射光子的
单程增益得到提高 ,从而获得更大的 ASE谱输出光
功率.关于这方面的研究 ,我们将作进一步的研究.

5　总结

本文对 SOA输出 ASE谱的基本性能进行了实
验和理论研究 ,理论研究结果和实验结果吻合得很
好. SOA腔面反射率对 ASE输出光谱的谱宽和平

图 8　SOA提供的宽带材料增益谱 (a) ,优化设计的端面反射

谱 (b)和电流为 190mA时的 ASE输出光谱 (c)

Fig. 8　Broad material gain spect rum of SOA (a) , the

reflectivity spect rum of optimal antireflection coating

(b) ,and the output ASE spect rum when the SOA is bi2
ased at 190mA (c)

坦度具有较大的影响 ,如果抗反膜设计不合理 ,那么
即使 SOA本身可以提供很宽的材料增益谱 ,其输
出光谱也将很窄.如果采用具有宽带材料增益谱的
有源区 ,结合抗反膜的优化设计 ,借助于反射谱对输
出光功率的调节作用 ,则可以实现 ASE谱的宽带和
平坦化.

参考文献

[ 1 ] 　Huang Lirong , Huang Dexiu , Miao Qingyuan. Wavelengt h

conversion based on cross polarization modulation in semicon2
ductor optical amplifiers. Chinese Journal of Semiconductors ,

2003 ,24 (8) :882 (in Chinese) [黄黎蓉 ,黄德修 ,缪庆元.基于
半导体光放大器交叉偏振调制的波长转换分析.半导体学报 ,

2003 ,24 (8) :882 ]

[ 2 ] 　Du Guotong ,Xu Chengdong ,Liu Yang ,et al . High2power in2
tegrated superluminescent light source. IEEE J Quantum E2
lect ron ,2003 ,39 (1) :149

[ 3 ] 　Annet t s P J , Asghari M , White I H. The effect of carrier

t ransport on t he dynamic performance of gain2saturation

wavelengt h conversion in MQW semiconductor optical ampli2
fiers. IEEE J Sel Topics Quantum Elect ron ,1997 ,3 (2) :320

[ 4 ] 　Reagle A ,Di Carlo A ,L ugli P ,et al . Study of gain compres2
sion mechanisms in multiple2quantum2well In1 - x Ga x As semi2
conductor optical amplifier. IEEE J Quantum Elect ron ,1999 ,

35 (11) :1697

[ 5 ] 　Huang Lirong , Li Hanhui , Hu Zhenhua , et al . Theoretical

study on polarization insensitivity improvement of semicon2
ductor optical amplifiers by antireflection coating designing.

Chinese Journal of Lasers ,2003 ,30 (7) :633 (in Chinese) [黄黎
蓉 ,李含辉 ,胡振华 ,等.抗反膜设计改善半导体光放大器偏振
不灵敏性的理论研究.中国激光 ,2003 ,30 (7) :633 ]

[ 6 ] 　Lin C F ,Wu B R ,Laih L W ,et al . Sequence influence of noni2
dentical In GaAsP quantum wells on broadband characteristics

of semiconductor optical amplifiers2superluminescent diodes.

Opt Lett ,2001 ,26 (14) :1099

[ 7 ] 　Wu B R ,Lin C F ,Laih L W ,et al . Ext remely broadband In2

4741



第 8期 黄黎蓉等 :　基于半导体光放大器的非相干光源抗反膜的优化设计

GaAsP/ InP superluminescent diodes. Elect ron Let t ,2000 ,36 (25) :2093

Optimal Design of Antireflection Coating for Flat and Wideband Incoherent
Optical Sources Based on a Semiconductor Optical Amplif ier 3

Huang Lirong­ , Huang Dexiu , and Zhang Xinliang

( W uhan N ational L aboratory f or Optoelect ronics , H uaz hong Universit y of Science and Technology , W uhan　430074 , China)

Abstract : The outp ut amplif ied sp ontaneous emission (AS E) spect rum f rom a semiconduct or op tical amplif ie r (SOA) is stud2
ied t heoretically and exp erimentally. The eff ect of f acet ref lectivity on t he bandwidt h and f lat ness of t he AS E spect rum is in2
vestigated , and it is f ound t hat an imp roper antiref lection coating nar rows t he bandwidt h of t he AS E sp ect rum. For an SOA

wit h an active region wit h a wide material gain sp ect rum ,an op timal antiref lection coating helps t o realize an SOA2based in2
coherent op tical source wit h a high bandwidt h and good flat ness .

Key words : semiconduct or op tical amplif ier ; incoherent op tical source ; bandwidt h ; f lat ness ; antiref lection coating

PACC : 4255 K; 4280 X ; 4280S

Article ID : 025324177 (2006) 0821471205

3 Project supp orted by t he National Natural Science Foundation of China (Nos . 60577007 , 60407001)

­ Corresp onding aut hor . Email : hlr5649 @163 . com

　Received 4 J a nuary 2006 , revised ma nuscrip t received 22 February 2006 ○c2006 Chinese Institute of Elect ronics

5741


